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ダイヤモンド結晶中のカラーセンターは量子情報通信で用いられる単一光子源として有望な系であり、中性 NV センタ

ーおよび負電荷 SiVセンターにおいては、集積化に重要なデバイスによる電気励起（EL）が報告されている[1,2]。しかし

ながら、NV センターは全発光のうちゼロフォノン線（ZPL）の割合が 4%と低く、SiV は量子効率が小さいために発光強

度が高くないという課題を有している。負電荷 GeVセンター[3]は、ZPLへの高い発光集中を持ち、さらに SiVよりも量子

効率が高いことが示唆されている[4]。本研究は、ダイヤモンドデバイスによる電流注入を用いることで負電荷 GeVセンタ

ーの ELを観察した。 

電気励起を実現するデバイスとして横型 pn接合ダイオード[5]を用いた。GeVセンターは、デバイス中への Geイオン注

入（ドーズ 6×1012 cm-2）および高温高圧アニール[6]を施すことで形成した。作製したデバイスに室温で電流注入を行い、

GeVセンターの ELスペクトルおよび ZPL強度の注入電流依存性を測定した。Fig. 2(a)は順方向動作での注入電流 2 nAに

おけるアンサンブル GeVセンターの ELスペクトルである。波長 602 nmに鋭いピークが観測され、これは負電荷 GeVセ

ンターの ZPLに対応する。Fig. 2(b)に ZPL強度の注入電流依存性を示す。ダイオード電流のナノアンペアレベルであるた

め、ZPL 強度が電流注入に対して飽和せず線形で増加している。本研究は負電荷状態のアンサンブル GeV センターの EL

を世界で初めて観測したものであり、今後、単一状態の EL実現などさらなる発展の基盤技術となるものである。 
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Fig.1 Schematic of diamond lateral p–n junction diode. 

 
Fig.2 (a) EL of GeV centers. (b) Current depend-

ence of ZPL intensity. A solid line represents fitting 

line 
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